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У монографії розглянуто фізичні та хімічні процеси, характерні для ад­
сорбційних, каталітичних та п’єзоелектричних ефектів, на яких базується 
робота напівпровідникових сенсорів газів. Наведено інформацію про основи 
фізики поверхні та адсорбційних процесів, детально проаналізовано адсор- 
боелектричний ефект та викладено експериментальні результати досліджен­
ня дії газів на шаруваті системи діелектрик-напівпровідник. Особливий ак­
цент зроблено на використання наноструктур та наноструктурованих мате­
ріалів. Описано квантовий механізм адсорбо-каталітичної активності нано- 
структурованої поверхні. Наведено результати розроблення мікроелектрон- 
них напівпровідникових газових датчиків і проаналізовано створення інтелек­
туальних систем на їх основі. Значну увагу приділено фізичним та хімічним 
процесам, а також розробленню акустоелектронних сенсорів газів на поверх­
невих акустичних хвилях.

Для науково-технічних співробітників та інженерів з фізики та хімії по­
верхні, фізики конденсованого стану, газової сенсорики та матеріалознав­
ства, а також для викладачів, студентів та аспірантів вишів відповідних спе­
ціальностей.
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